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[57]申請專利範圍
1.　一種親疏水性可轉換複合膜，包括：一含鐵之基板；一氧化矽薄膜，係位於該含鐵之基
板上；以及一氧化鈦薄膜，係位於該氧化矽薄膜上；其中，該親疏水性可轉換複合膜於

在照射 UV光之前具有疏水特性，而在照射 UV之後則會轉換成具有親水特性。
2.　如申請專利範圍第 1項所述之複合膜，其中，該含鐵基板之材質係選自由：無間隙原子

(interstitials free，IF)鋼、相變誘發塑性(transformation induced plasticity，TRIP)鋼、雙相
(dual phase，DP)鋼、孿晶誘導塑性(Twinning Induced Plasticity，TWIP)鋼、高強度(high
strength，HS)鋼、低合金高強度(high strength low alloy，HSLA)鋼、摻雜有鐵成分之陶
瓷、以及摻雜有鐵成分之玻璃所組群組之一。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之複合膜，其中，該含鐵基板之材質係 IF(interstitials free)
鋼。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之複合膜，其中，該氧化矽薄膜係經由濺鍍(sputtering)所形
成。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之複合膜，其中，該氧化矽薄膜係經由溶膠-凝膠法所製備。
6.　如申請專利範圍第 1項所述之複合膜，其中，該氧化鈦薄膜係經由溶膠-凝膠法所製備。
7.　如申請專利範圍第 1項所述之複合膜，其中，該氧化鈦薄膜係為銳鈦礦型二氧化鈦。
8.　如申請專利範圍第 1項所述之複合膜，其中，該氧化鈦薄膜中之氧化鈦粒子之大小係為

100nm以下。
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9.　如申請專利範圍第 1項所述之複合膜，其中，該氧化鈦薄膜之厚度係為 0.2~0.4μm。
10.   一種親疏水性可轉換複合膜之製備方法，包括：(A)形成一氧化矽薄膜於一含鐵之基板

上；(B)塗覆一含鈦溶膠於該具有氧化矽薄膜之含鐵基板上；以及(C)加熱該塗覆有含鈦
溶膠並具有氧化矽薄膜之含鐵基板；其中，該親疏水性可轉換複合膜於在照射 UV光之
前具有疏水特性，而在照射 UV之後則會轉換成具有親水特性。

11.   如申請專利範圍第 10項所述之複合膜之製備方法，其中，該含鐵基板之材質係選自由：
無間隙原子(interstitials free，IF)鋼、相變誘發塑性(transformation induced plasticity，
TRIP)鋼、雙相(dual phase，DP)鋼、孿晶誘導塑性(Twinning Induced Plasticity，TWIP)
鋼、高強度(high strength，HS)鋼、低合金高強度(high strength low alloy，HSLA)鋼、摻
雜有鐵成分之陶瓷、以及摻雜有鐵成分之玻璃所組群組之一。

12.   如申請專利範圍第 11項所述之複合膜之製備方法，其中，該含鐵基板之材質係 IF
(interstitials free)鋼。

13.   如申請專利範圍第 10項所述之複合膜之製備方法，其中，該步驟(B)係重複一次以上。
14.   如申請專利範圍第 10項所述之複合膜之製備方法，其中，該步驟(A)係經由塗覆一含矽

溶膠後乾燥而形成該氧化矽薄膜。

15.   如申請專利範圍第 14項所述之複合膜之製備方法，其中，該含矽溶膠係為四乙氧基矽烷
(tetraethoxysilane)。

16.   如申請專利範圍第 10項所述之複合膜之製備方法，其中，該步驟(A)係經由濺鍍而形成
該氧化矽薄膜。

17.   如申請專利範圍第 10項所述之複合膜之製備方法，其中，該步驟(C)中加熱之溫度係為
350℃~450℃。

18.   如申請專利範圍第 17項所述之複合膜之製備方法，其中，該步驟(C)中加熱之溫度係為
400℃。

19.   如申請專利範圍第 10項所述之複合膜之製備方法，其中，該含鈦溶膠為異丙基烷氧化鈦
(titanium isopropoxide)溶膠、或四異丙氧基鈦(titanium tetraisopropoxide)。

圖式簡單說明

圖 1係本發明之測試例之接觸角測量結果圖。

(2)
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